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確認した．これは Pt のフェルミレベル，および TiO2の伝導
帯端のエネルギー位置が水素還元電位と近接しているた
め，生成した水素分子が酸化されるピークに対応する．一





















ある．実際に我々は p-GaN や TiO2/p-InGaN 電極を用いた光照射による水素生成を確認した[1,2]． 
本研究では，伝導帯端と水素還元電位のエネルギー位置関係に着目し，サイクリックボルタン
メトリ法を用い，水素生成の正・逆反応 (2H+ + 2e- ⇌ H2)に関して，Pt，TiO2/Ti，GaN，および
InGaN 電極で比較し，逆反応の有無から GaN 電極の優位性について検討した．また，表面反応サ
イト密度の増加を目的として電極表面のナノ構造化を試み，表面ナノ形状と光電極特性との関係
について考察した．ナノ構造化は 2 つの方法，1. 平坦な結晶表面をもつ p-GaN に光化学エッチ
ングを施す．2. ゾルゲル法により TiO2ナノ結晶薄膜を p-GaN上に塗布する方法を試みた． 
Fig.1 各電極のサイクリックボル
タモグラム Na2SO4 0.1M (pH7) 
Electrode Potential [V] vs Ag/AgCl
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